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ic component, particularly an optoelectronic component, an LED package or a laser
component, comprising the steps - providing (S1) a second surface region (2) of the
component adjoining a first surface region (1), wherein the second surface region is
created to be repellent to a first fluid (3) to be applied; - applying (S2) the first fluid
(3) without additional pressure being applied (PA) to the first and/or second sutface

region, wherein the first surface region (1) is wetted by the first fluid and the first fluid

FIG. 1

is repelled from the second surface region (2). The invention additionally comprises

correspondingly produced devices.

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen min-
destens eines elektronischen Bauteils, insbesondere eines opto-elektronischen Bau-
teils, eines LED-Packages oder eines Laserbauteils, mit den Schritten - Bereitstellen
(S1) eines an einem ersten Oberflichenbereich (1) angrenzenden zweiten Oberflachen-
bereich (2) des Bauteils, wobei der zweite Oberfldchenbereich fiir ein aufzubringendes
erstes Fluid (3) abweisend geschaffen wird; - Aufbringen (S2) des ersten Fluids (3)
ohne zusitzliche Druckbeaufschlagung (PA) auf den ersten und/oder zweiten Ober-
flichenbereich, wobei der erste Oberflichenbereich (1) von dem ersten Fluid benetzt
wird und das erste Fluid von dem zweiten Oberflichenbereich (2) abgewiesen wird.
Die Erfindung umfasst zudem entsprechend hergestellte Vorrichtungen.
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KONTROLLIERTE BENETZUNG BEI DER HERSTELLUNG VON ELEKTRONISCHEN
BAUTEILEN

Diese Patentanmeldung beansprucht die Prioritat der deutschen
Anmeldung DE 10 2019 104 695.5, deren Offenbarungsgehalt hiermit

durch Ruckbezug aufgenommen wird.

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Erzeugen
von elektronischen Bauteilen, insbesondere opto-elektronischen
Bauteilen, insbesondere von LED-Packages, insbesondere mit den
Schritten Verbinden und/oder Verkapseln von Bestandteilen eines
Bauteils, mittels Einbringens flussiger und/oder pastdser, nie-
derviskose Komponenten aufweisender Materialien. Die vorlie-
gende Erfindung betrifft zudem entsprechend hergestellte Vor-
richtungen, insbesondere elektronische Bauteile, insbesondere

opto-elektronische Bauteile beispielsweise LED-Packages.

Beim Aufbau von Leuchtdioden-Packages kommen fliussige und/oder
pastose Materialien mit niederviskosen Bestandteilen bei der
Verbindungstechnik, insbesondere Kleben, und/oder beim Verkap-

seln zum Einsatz.

Es kann zu unkontrollierter und unerwiinschter Benetzung der
eingebrachten Materialien mit beispielsweise einem Substrat o-

der anderen Komponenten im Package kommen.

Herkommlicherweise wird zur Reduzierung von seitlichem Flash
oder Austrieb beziehungsweise von unerwiinschten seitlichen Ein-
dringflachen eine Anpassung der Klebermenge vorgenommen. Des
Weiteren ist eine Verwendung von Stoppkanten bekannt. Diese
konnen beispielsweise an einer oberen Package-Wand erzeugt wer-
den. Bei einem geeigneten ,core-pin"-Design (Bohrungskern-De-
sign) kann beispielsweise eine Innenkante eines Packages eine
Stoppkante ausbilden. Eine weitere Moglichkeit ist die soge-
nannte Thixotropierung des bindenden oder kapselnden Mediums,
um dessen FlieBverhalten einzustellen. Auf diese Weise wird

gezielt das FlieBverhalten des Materials angepasst. AuBerhalb
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der Leuchtdiodenfertigung ist ein sogenanntes Mikrostrukturie-
ren DLIP zur Erzeugung antibakterieller Oberflachen mit gezielt
schlechter Benetzbarkeit flir wdssrige Medien bekannt.

Es besteht ein Bedarf ein Verfahren zum Erzeugen von elektro-
nischen Bauteilen, insbesondere opto-elektronischen Bauteilen,
von LED-Packages oder Laserbauteilen, derart bereitzustellen,
dass bel einem Bearbeiten von Bestandteilen eines Bauteils,
mittels Einbringens einer dosierten Menge eines Fluids ein un-
kontrolliertes und unerwiinschtes Benetzen anderer Bestandteile
des Bauteils vermieden wird. Bei fliussigen und/oder pastodsen,
niederviskose Komponenten aufweisenden Materialien soll ein un-
kontrolliertes und unerwlinschtes Benetzen eines Substrates
und/oder anderer Bestandteile des Bauteils mit den eingebrach-

ten Materialien vermieden werden.

Dem Bedarf kann durch ein Verfahren gemaB dem Hauptanspruch und
durch Vorrichtungen gemiaB den Nebenansprichen entsprochen wer-

den.

GemaB einem ersten Aspekt wird ein Verfahren zum Erhalten min-
destens eines elektronischen Bauteils, insbesondere eines opto-
elektronischen Bauteils, eines LED-Packages oder eines Laser-
bauteils, mit folgenden Schritten vorgeschlagen:

- Bereitstellen eines an einem ersten Oberflichenbereich an-
grenzenden zweiten Oberfldchenbereich des Bauteils, wobei der
zwelte Oberflachenbereich fur ein aufzubringendes erstes Fluid
abweisend geschaffen ist;

- Aufbringen des ersten Fluids ohne zusatzliche Druckbeauf-
schlagung auf den ersten und/oder zweiten Oberflachenbereich,
wobel der erste Oberflachenbereich von dem ersten Fluid benetzt
wird und das erste Fluid von dem zweiten Oberfliachenbereich

abgewiesen wird.

GemiaB einem zweiten Aspekt wird eine Vorrichtung, insbesondere
ein elektronisches Bauteil, insbesondere ein opto-elektroni-
sches Bauteil, ein LED-Package oder ein Laserbauteil, vorge-

schlagen, wobei
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- an einem ersten Oberfldchenbereich angrenzend ein zweiter
Oberflachenbereich des Bauteils ausgebildet ist, wobei der
zwelte Oberflachenbereich fur ein aufzubringendes erstes Fluid
abweisend geschaffen ist; und wobei

- das erste Fluid ohne zus&atzliche Druckbeaufschlagung auf den
ersten und/oder zweiten Oberflachenbereich aufgebracht wurde,
wobel der erste Oberflachenbereich von dem ersten Fluid benetzt
ist und der zweite Oberflachenbereich von dem ersten Fluid un-

bedeckt ist.

Benetzung ist ein Verhalten von Fluiden bei Kontakt mit der
Oberflache wvon Festkodrpern. Benetzbarkeit ist die zugehorige
Eigenschaft der Festkorperoberflache. Je nachdem, um welche
Fluid es sich handelt, aus welchem Material die Oberflidche be-
steht und wie deren Beschaffenheit ist, zum Beispiel in Bezug
auf die Rauheit, benetzt das Fluid die Oberfldche mehr oder

weniger stark.

Ein auf einer horizontalen, ebenen Oberfliache aufgebrachter
Fluidtropfen veranschaulicht die Benetzung und ihre Untertei-
lung. Dabei ist die Benetzbarkeit von den Verhaltnissen der
beteiligten Oberflachenspannungen abhidngig, die uber die soge-
nannte Youngsche Gleichung mit dem Kontaktwinkel in Beziehung
stehen und diesen damit zum MaBl fiur die Benetzbarkeit machen.
Je kleiner dabei der Kontaktwinkel ist, desto groBer ist die

Benetzbarkeit.

Um zu beurteilen, ob ein Tropfen sich auf einer Oberflidche
ausbreitet, vergleicht man die Kohidsionskrafte innerhalb des
Tropfens mit den Adh&sionskraften gegenitiber der Oberflache.
Uberwiegen die Adhdsionskriafte die Kohasionskrafte bei weitem,
wird der Tropfen sich auf der Oberflache vollstandig ausbreiten,

er wird sie vollstandig benetzen.

Benetzungsarten

Keine Benetzung
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Das Fluid auf der Oberfliache zieht sich zu einem fast kugelfor-
migen Tropfen zusammen (Kontaktwinkel groBer 90°). Bei leichter
Neigung der Oberfldche gleitet der Tropfen ohne jegliche Flu-
idrickstande herunter, mit anderen Worten: Das Fluid perlt ab.
Im Idealfall handelt es sich um einen Kontaktwinkel von 180°.
In diesem Fall berthrt der Fluidtropfen den Feststoff nur an

einem Punkt.

Partielle Benetzung

Das Fluid auf der Oberfliche bildet eine runde Haube (Kontakt-
winkel kleiner 90°). Bel mittlerer Neigung der Oberfliche glei-
tet das Fluid keulenformig von der Oberfldche herunter. Keine

oder wenig Fluidrickstande sind zu beobachten.

Vollstandige Benetzung

Das Fluid breitet sich auf der Oberflache in Form einer flachen
Scheibe aus (makroskopischer Kontaktwinkel nicht vorhanden).
Erst bei stadrkerer Neigung der Oberflache rinnt das Fluid her-
unter. Dabei zieht sich die Fluidscheibe in die Lange und bildet
einen Streifen in Neigungsrichtung. Fluidreste bleiben an der
Oberflache haften, auch bei starkster Neigung. Im Idealfall
handelt es sich um einen monomolekularen Film und einen Kon-

taktwinkel von Null.

Blatter von Pflanzen in Kontakt mit Wassertropfen zeigen - je
nach Blattart - einen der drei oben beschriebenen Fille der
Benetzung. Die Lotosblume zum Beispiel weist nur eine sehr ge-

ringe Benetzung auf, was auf den Lotoseffekt zurtckzufihren ist.

Als Lotoseffekt wird die geringe Benetzbarkeit einer Oberflache
bezeichnet, wie sie bei der Lotospflanze beobachtet werden kann.
Wasser perlt in Tropfen ab und nimmt dabei auch alle Schmutz-
partikel auf der Oberflache mit. Verantwortlich dafur ist eine
komplexe mikro- und/oder nanoskopische Architektur der Oberfla-

che, die die Haftung von Schmutzpartikeln minimiert.
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Die Viskositat bezeichnet die Zahflissigkeit oder Zahigkeit von
Fluiden und Gasen (Fluiden). Je groBer die Viskositat ist, desto
dickflissiger (weniger flieBRfahig) ist das Fluid; je niedriger

die Viskositat, desto dunnflissiger (flieBRfahiger) ist es.

Niederviskos ist hier beispielsweise Wasser bei 25°C mit 0,891
mPa s und bei 5°C mit 1,52 mPa s. Mittelsviskos ist hier bei-
spielsweise Traubensaft im Bereich von 2 bis 5 mPa s. Hochviskos

ist hier beispielsweise Honig mit circa 10 000 mPa s.

Niederviskos heiBt hier beispielsweise eine Zahigkeit < circa

100 mPa s aufweisend.

Angrenzend bedeutet insbesondere, dass zweil Oberflachenbereiche
entlang einer Oberfliache eine gemeinsame Berihrungslinie auf-
weisen. Ein Grenzbereich kann als Stoppbereich fir ein erstes

Fluid wirken.

Anstelle des Wortes ,Fliussigkeit™ wird hier bevorzugt der Be-

griff ,Fluid™ verwendet.

Rohchip ist ein nach einer Herstellung auf einem Wafer, ein von
diesem getrenntes Halbleitermaterial, das ein ungehdustes
elektronisches Bauelement oder eine ungehduste integrierte
Schaltung bereitstellt. Da das Halbleitermaterial meist in Wur-
felform vorliegt, werden im Englischen die Begriffe ,dice™ oder

LR

,die™ verwendet.

Es wird ein Ansatz fiur eine lokale Steuerung einer Benetzung
vorgeschlagen. Hierzu werden einzelne Flachenbereiche bei-
spielsweise mittels DLIP (Direct Laser Interference Patterning)
mikrostrukturiert. Dariiber hinaus wird eine Aufhebung eines Lo-
tusbliteneffekts fur ein nachfolgendes zweites Material vorge-
schlagen, wobei unter Druck eine Benetzung erzwungen werden

kann.
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Mittels einer lokalen periodischen Mikrostrukturierung kann ein
Benetzungsverhalten gezielt beeinflusst werden. Hierbei wird
insbesondere auf den Lotusbliiteneffekt verwiesen. Hierbei kann
beispielsweise ein abtragendes DLIP-Verfahren angewendet wer-

den.

Ein zweites Material kann unter Druck in den zuvor entnetzend
wirkend eingestellten Bereichen appliziert beziehungsweise auf-

gebracht werden.

Weitere Ausgestaltungen werden in Verbindung mit den Unteran-

sprichen beansprucht.

GemiaB einer Ausgestaltung kann ein nach einem Verfestigen des
auf einem ersten Oberflachenbereich aufgebrachten ersten Fluids
erfolgendes Aufbringen eines zweiten Fluids auf den ersten Ober-
flachenbereich, auf den zweiliten Oberflidchenbereich und/oder auf
einen Oberflachenbereich des verfestigten ersten Fluids ausge-

fihrt werden.

GemaB einer Ausgestaltung kann das Aufbringen des zweiten Flu-
ids, insbesondere auf den zweiten Oberflichenbereich, mittels
Uberdruck, Plasmaeinwirkung und/oder Pressformen, insbesondere
Folien unterstitztes Pressformen ausgefthrt werden, wobei das

zwelte Fluid den zweliten Oberfldchenbereich benetzen kann.

GemaB einer Ausgestaltung kann das Bereitstellen des das erste
Fluid abweisenden zweiten Oberfliachenbereichs mittels periodi-
schem Mikro- und/oder Nano-Strukturierens ausgefithrtes Oberfla-
chenstrukturieren des zwelten Oberfliachenbereichs, insbesondere
mittels direktem Laser-Interferenzmuster-Erzeugen (DLIP) aus-
gefuihrt werden, wobei insbesondere eine Periodizitat, insbeson-
dere im Bereich von circa 600nm bis circa 1000nm geschaffen sein

kann.

GemaB einer Ausgestaltung kann das Bereitstellen des das erste

Fluid abweisenden zweiten Oberflachenbereichs unter Nutzung von
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Mottenaugenstrukturen und/oder des Lotoseffekts und/oder mit-
tels des Materials oder einer Beschichtung des zweiten Oberfla-
chenbereichs ausgefiihrt werden.

GemaB einer Ausgestaltung kann das erste Fluid pastds sein

und/oder mindestens eine niederviskose Komponente aufweisen.

GemaB einer Ausgestaltung kann das erste Fluid einen Kleber,
insbesondere einen Schichtkleber, ein Lot und/oder eine Ver-
gussmasse aufweisen und insbesondere dosiert aufgebracht wer-

den.

GemaB einer Ausgestaltung kann das zweite Fluid gleich dem ers-

ten Fluid geschaffen sein.

GemaB einer Ausgestaltung kann ein Befestigen eines Rohchips,
insbesondere LED- Rohchips, auf einem, insbesondere Silikon
aufweisenden, Substrat; ein Anbringen einer Sprithbeschichtung,
insbesondere einer Leuchtstoffsprithbeschichtung, beispielsweise
einer Phosphorspriihbeschichtung, an den an dem Substrat befes-
tigten Rohchip und an das Substrat, an dessen dem Rohchip zu-
gewandten Seite; ein Bereitstellen der dem Substrat abgewandten
sprihbeschichteten Hauptoberfliache des Rohchips als den zweiten
Oberflachenbereich ausgefithrt werden, wobei der Rest der Sprih-
beschichtung mit deren dem Substrat abgewandten Seite den ersten
Oberfliachenbereich ausbilden kann; es kann weiter ein Aufbrin-
gen eines, insbesondere Titandioxid aufweisenden, eine Deck-
schicht bereitstellenden ersten Fluids, insbesondere mittels
Einsplilen oder Jetting, auf den ersten Oberflachenbereich er-
folgen, wobei der erste Oberfliachenbereich benetzt wird und der

zwelte Oberfliachenbereich unbenetzt verbleibt.

GemiaB einer Ausgestaltung kann ein nach einem Verfestigen des
auf dem ersten Oberflachenbereich aufgebrachten ersten Fluids
erfolgendes Aufbringen eines zweiten Fluids auf den zweiten
Oberfliachenbereich und auf einen Oberflichenbereich des verfes-
tigten ersten Fluids, insbesondere mittels Uberdruck PU, aus-

gefihrt werden.
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GemaB einer Ausgestaltung kann ein Befestigen eines Rohchips,
insbesondere LED- Rohchips, auf einem Substrat; ein Bereitstel-
len zweiter Oberflachenbereiche an dem Substrat angrenzend zu
einer Rohchipbefestigungsfliache und/oder an einer dem Substrat
abgewandten Hauptoberflache des Rohchips ausgefithrt werden, wo-
bei der erste Oberflachenbereich als die seitlichen Oberflichen
und als die dem Substrat abgewandte Hauptoberfldche des Rohchips
bereitgestellt werden konnen; es kann zudem ein Aufbringen eines
als Schichtkleber geschaffenen ersten Fluids ohne zus&dtzliche
Druckbeaufschlagung auf die ersten Oberfliachenbereiche ausge-
fihrt werden, wobel die ersten Oberfliachenbereiche benetzt wer-

den und die zweiliten Oberfliachenbereiche unbenetzt verbleiben.

GemdaB einer Ausgestaltung kann ein unter zusidtzlicher Druckbe-
aufschlagung erfolgendes Verwenden des zweiten Oberfldchenbe-
reichs an der dem Substrat abgewandten Hauptoberfliache des Roh-
chips als eine Kontaktfldche zum Drahtbonden mit einem als Lot
geschaffenen zweiten Fluid fir eine Drahtverbindung ausgefihrt

werden.

GemaB einer Ausgestaltung kann ein Aufbringen eines, insbeson-
dere Titandioxid aufweisenden, eine Deckschicht bereitstellen-
den weiteren zweiten Fluids, insbesondere mittels Einsptlen,
Anspritzen oder Jetting, an der Seite des Rohchips, insbesondere
mittels eines Film unterstiitzten Pressformens (FAM), unter zu-

satzlicher Druckbeaufschlagung ausgefithrt werden.

GemaB einer Ausgestaltung kann ein Anbringen einer Silikon-
schicht an einem an einem Substrat befestigten Rohchip an dessen
dem Substrat abgewandten Hauptoberflache ausgefiihrt werden, wo-
bei die dem Substrat abgewandte Oberflidche der Silikonschicht
als ein zweiter Oberflachenbereich und die Seitenoberfliche der
Silikonschicht, die Seitenoberfliache des Rohchips und die dem
Rohchip zugewandte Seite des Substrats als ein erster Oberfla-
chenbereich bereitstellt sind; es kann zudem ein Aufbringen des

ersten Fluids als Verguss, insbesondere Titandioxid aufweisend,
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ohne zusatzlicher Druckbeaufschlagung auf den ersten Oberfla-
chenbereich ausgefiihrt werden, wobei der erste Oberfldchenbe-
reich benetzt wird und der zweilite Oberfliachenbereich (2) unbe-

netzt verbleibt.

GemiaB einer weiteren Ausgestaltung kann ein Bereitstellen eines
zweiten Oberflachenbereichs an dem Substrat benachbart zu einer
Rohchipbefestigungsfliache, insbesondere als ein Drahtbondbe-
reich ausgefiihrt werden, wobei das verbleibende Substrat auf
der Seite der Rohchipbefestigungsflache den ersten Oberflachen-
bereich ausbildet; es kann zudem ein Aufbringen des, insbeson-
dere als Schichtkleber ausgebildeten, ersten Fluids ohne zu-
satzlicher Druckbeaufschlagung auf den ersten Oberflichenbe-
reich ausgefihrt werden, wobei der erste Oberfliachenbereich be-
netzt wird und der zweite Oberflachenbereich unbenetzt ver-
bleibt; es kann zudem ein Befestigen eines Rohchips, insbeson-
dere LED- Rohchips, auf dem ersten Oberflidchenbereich an der

Rohchipbefestigungsfliache an dem Substrat ausgefithrt werden.

GemiaB einer weiteren Ausgestaltung kann ein Drahtbonden ausge-
fihrt werden, wobel das zwelite Fluid ein Kleber oder ein Lot
ist, das unter zusatzlicher Druckbeaufschlagung auf den zweiten

Oberflachenbereich aufgebracht werden kann.

GemiaB einer weiteren Ausgestaltung kann ein Bereitstellen des
zwelten Oberflidchenbereichs an einer Ausgangseite eines Kavi-

tatengehiuses ausgefithrt werden.

GemaB einer weiteren Ausgestaltung kann ein auf einem Substrat
angeordnetes elektronisches Bauteil, insbesondere ein Volu-
menemitter, mit ersten Oberflichenbereichen, die an der dem
Bauteil zugewandten Seite des Substrats an das Bauteil angren-
zend gewahlt sind und mit zweiten Oberflichenbereichen, die an
der dem Bauteil zugewandten Seite des Substrats in einem Abstand

von dem Bauteil bereitgestellt sind, geschaffen sein, wobei ein
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Aufbringen eines als Reflektormaterial geschaffenen ersten Flu-
ids ohne zus&tzliche Druckbeaufschlagung auf die ersten Ober-
flachenbereiche ausgeftthrt werden kann, wobei diese benetzt
werden und die zweiten Oberflachenbereiche unbenetzt verblei-

ben.

GemaB einer weiteren Ausgestaltung kann ein Anbringen des Re-
flektormaterials mit einer gleichbleibenden Dicke zwischen dem
Volumenemitter und den jeweiligen zweiten Oberflachenbereichen

ausgefihrt werden.

GemaB einer weiteren Ausgestaltung kann ein Aufbringen eines
als Linsenmaterial geschaffenen Tropfens eines ersten Fluids
ohne zusatzliche Druckbeaufschlagung auf einen kreisfomig ge-
formten ersten Oberfliachenbereich ausgefiihrt werden, wobei der
erste Oberflachenbereich benetzt wird und der AuBenrandbereich
des Kreises als der zweite Oberfliachenbereich unbenetzt ver-

bleibt.

GemiaB einer weiteren Ausgestaltung kann ein Bereitstellen eines
Schutzbereiches, insbesondere filir elektrische Kontakte, als
zwelten Oberfldchenbereich ausgefiihrt werden, um den ein erster
Oberflachenbereich angeordnet ist und der von dem ersten Fluid

unbenetzt verbleibt.

GemaB einer weiteren Ausgestaltung kann mittels Verkleinern der
Benetzbarkeit eines Oberflachenbereichs, dessen Klebrigkeit re-

duziert und eine Schmutzabweisbarkeit bereitgestellt werden.

GemaB einer weiteren Ausgestaltung kann mittels VergroBlern der
Benetzbarkeit eines Oberfliachenbereichs eine Haftverbesserung
fir Materialzusammensetzungen, insbesondere an einem Substrat

oder an Draht-Verbindungen, bereitgestellt werden.

GemiaB einer weiteren Ausgestaltung kann eine Vorrichtung, ins-
besondere ein elektronisches Bauteil, insbesondere ein opto-

elektronisches Bauteil, ein LED-Package oder ein Laserbauteil,
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bereitgestellt werden, das gemdal einem der vorhergehenden Aus-
gestaltungen insbesondere mit folgenden Schritten geschaffen
wurde, und zwar Verbinden und/oder Verkapseln mindestens eines
Bestandteils des Bauteills, mittels eines Fluids und/oder eines
pastosen, mindestens eine niederviskose Komponente aufweisenden
Materials, wobel vorher mittels eines Bearbeilitens eines durch
das Bauteil gebildeten Oberflachenbereichs, dessen bei einer
Beaufschlagung mit dem Fluid oder dem pastdsen Material abwei-
sende Wirkung festgelegt wurde und damit der Oberfldchenbereich
als Stoppbereich gegen das Fluid oder das pastdse Material wir-

ken kann.

Die Erfindung wird anhand von Ausfiihrungsbeispielen in Verbin-

dung mit den Figuren naher beschrieben. Es zeigen:

Figur 1 eine erste Darstellung zur Oberfliachengestaltung;

Figur 2 eine zweite Darstellung wirkender Oberfladchengestal-
tungen;

Figur 3 eine dritte Darstellung vorgeschlagener Oberfliachen-
gestaltungen;

Figur 4 eine Darstellung einer wirksamen Aufhebung einer Un-

benetzbarkeit;

Figur 5 ein erstes Ausfihrungsbeispiel eines vorgeschlagenen

Verfahrens mit einer vorgeschlagenen Vorrichtung;

Figur 6 ein Ausfihrungsbeispiel eines vorgeschlagenen Her-

stellungsverfahrens;

Figur 7 eine weitere Darstellung eines vorgeschlagenen Ver-
fahrens beziehungsweise einer vorgeschlagenen Vor-

richtung;
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Figur 8 ein Ausfihrungsbeispiel einer herkodmmlichen Vorrich-
tung;
Figur 9 eine Darstellung einer vorgeschlagenen Vorrichtung;

Figur 10 ein weiteres Ausfihrungsbeispiel einer vorgeschlage-

nen Vorrichtung;

Figur 11 ein weiteres Ausfihrungsbeispiel einer vorgeschlage-

nen Vorrichtung;

Figur 12 ein weiteres Ausfiuhrungsbeispiel einer herkommlichen

Vorrichtung;

Figur 13 ein weiteres Ausfihrungsbeispiel einer vorgeschlage-

nen Vorrichtung; und

Figur 14 ein Ausfihrungsbeispiel eines vorgeschlagenen Her-

stellungsverfahrens.

Figur 1 zeigt eine Darstellung wirksamer Oberflachengestaltun-
gen. Bezugszeichen 1 kennzeichnet einen ersten Oberfldchenbe-
reich, der mittels eines ersten Fluids 3 benetzt beziehungsweise
bedeckt werden kann. Auf einem Substrat 7 ist zudem ein zweiter
Oberflachenbereich 2 ausgebildet, der zu dem ersten Oberfla-
chenbereich benachbart und angrenzend ist. Beide Oberflachen-
bereiche haben eine gemeinsame Berithrungslinie. Alle genannten
Elemente sind Bestandteil eines elektronischen Bauelements B,
insbesondere eines opto-elektronischen Bauelementes. Der zweite
Oberflachenbereich 2 kann beispielsweise fiir Leuchtdioden-An-
wendungen einen sogenannten ,Lotusbliteneffekt™ nutzen. Dieser
beruht auf komplexen Mikro- und/oder nanostrukturierten Ober-
flachenbereichen. Eine derartige Oberflachenbeschaffenheit kann
beispielsweise mittels eines DLIP-Mikrostrukturierungsverfah-
rens bereitgestellt werden (DLIP = Direct Laser Interference

Patterning). Auf diese Weise ist der zweite Oberflidchenbereich
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2 als ein mikrostrukturierter Bereich ausgebildet, der den so-
genannten Lotusbliuteneffekt derart nutzt, dass der zweite Ober-
flachenbereich 2 eine entnetzend wirkende Oberflache ist. Der
erste Oberflachenbereich 1 und der zweite Oberflachenbereich 2
sind auf einem Untergrund ausgebildet, der insbesondere Silikon
aufweist und/oder insbesondere LED-Chip- oder Substratbereiche
ausbildet. Figur 1 stellt dar, wie ein dosiertes fliussiges Ma-
terialvolumen als Ausgestaltung eines ersten Fluids 3 den ersten
Oberfliachenbereich 1 benetzt und den zweiten Oberflachenbereich
2 aufgrund dessen mikrostrukturierter Ausfihrung nicht benetzt.
Figur 1 zeigt eine Vorrichtung, die Bestandteil eines LED-Pack-
ages sein kann. Der zweite Oberflichenbereich 2 weist eine
Strukturierung auf, und zwar insbesondere im Submikrometer- bis
Mikrometerbereich. Von Bedeutung ist beispielsweise ein rich-

tiges Aspektverhaltnis.

Als Aspektverhidltnis bezeichnet man insbesondere in der Verfah-
renstechnik das Verhdltnis aus einer Tiefe beziehungsweise Hohe
einer Struktur zu ihrer insbesondere kleinsten lateralen Aus-
dehnung. Generell gilt, je groBer das Aspektverhaltnis und je
kleiner die absolute GroRe der Struktur, desto schwieriger ist
die Fertigung. Besondere Relevanz hat das Aspektverhdltnis in
der Mikrotechnologie. Beispielsweise kann mit einem 6-mm-Bohrer
ein 60 Millimeter tiefes Loch gebohrt werden. So hat dieses Loch
das Aspektverhialtnis 10(:1). Erzeugt werden konnen derartige
Strukturierungen mittels Atzverfahren oder anisotropen Struk-
turierungsverfahren, wie es beispielsweise das reaktive Ionen-
dtzen ist. Des Weiteren konnen nasschemische Atzverfahren ver-
wendet werden. Dies kann insbesondere in Verbindung mit Foto-

lithografie ausgefithrt werden.

Auf diese Weise gibt es zahlreiche Parameter, die fur die Er-
zeugung einer entsprechend abweisenden Oberflachenstrukturie-

rung berticksichtigt werden miissen.

Zudem sind die Materialeigenschaften von Oberflachenbereichen

und Fluiden von Bedeutung. Ist das erste Fluid 3 beispielsweise
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einen Leuchtstoff, insbesondere Phosphor, aufweisendes Silikon,
so 1st es moglich, einen klaren Grenzbereich zwischen dem ersten
Oberflachenbereich 1 und dem zweiten Oberflachenbereich 2 zu
erzeugen. Damit kann die Benetzung in dem zweiten Oberflachen-
bereich 2 gezielt verhindert werden. Beispielsweise neigt eine
Silikon-Schicht, die aufgeklebt wird, dazu, einen angrenzenden
zwelten Oberflachenbereich 2 zu benetzen. Die vorliegende Er-
findung betrifft insbesondere das Benetzungsverhalten in einem
Randbereich des zu benetzenden ersten Oberflachenbereichs 1. Es
soll ein sicherer Prozess in einer globalen oder grodBeren Fliache
sicherer bereitgestellt werden. Ein sogenannter Fehlerpfad soll
hinter einer klar festgelegten Linie verbleiben. Durch ein Ver-
meiden von ungewilinschten Benetzungen kénnen zusadtzlich optische
Auskopplungseigenschaften verbessert werden. Spezielle geeig-
nete Materialien konnen sich aus einer jeweiligen Anwendung

ergeben.

Figur 2 zeigt eine Darstellung fiur eine wirksame Oberfliachen-
gestaltung. Bezugszeichen 2 bezeichnet einen zweiten Oberfla-
chenbereich 2, der durch ein erstes Fluid 3 nicht benetzt werden
soll, und zwar insbesondere ohne zusdtzliche Druckbeaufschla-
gung, das heiBt im Allgemeinen insbesondere unter Atmospharen-
druck PA/Pl. Figur 2 zeigt fur eine makromolekulare Nanotech-
nologie die gezielte Steuerung der Benetzbarkeit wvon Polycar-
bonatsubstraten als Bespiel fiur einen zweiten Oberfliachenbe-
reich 2 mittels der Herstellung von hierarchischen Strukturen
insbesondere unter Verwendung des sogenannten Direct Laser In-

terference Patternings.

Figur 3 zeigt eine weitere Darstellung einer wirksamen Vorrich-
tung. Bezugszeichen 1 kennzeichnet einen ersten Oberfldchenbe-
reich, der beispielsweise durch das erste Fluid 3 bedeckt be-
ziehungsweise benetzt wurde. Gemal Figur 3 wird nun ein zweites
Fluid 4 appliziert beziehungsweise auf den zweiten Oberflachen-
bereich 2 unter =zusatzlicher Druckbeaufschlagung aufgebracht.

Dabei kann es um das gleiche opto-elektronische Bauelement B
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handeln, wie es in Figur 1 dargestellt ist. Die untere Darstel-
lung in Figur 3 zeigt, wie das zweite Fluid 4 sowohl den ersten
Oberfliachenbereich 1 als auch den zweiten Oberflichenbereich 2
abdeckt, und sich darauf verfestigt hat. Dabei soll ein hoher
Druck P2/PU aufgebracht werden, mit dem das zweite Fluid 4 in
den zweiten Oberflichenbereich 2 gepresst wird. Dafir eignen
sich insbesondere ein Mold-Pressen, bei dem beispielsweise 50
bis 100 KN auf eine Flache von circa 4x4 Quadrat-Zoll aufge-
bracht wird. Dies entspricht ungefahr einem Druck von insbeson-
dere 4 MPa. Der erforderliche Druck kann zudem zur Anwendung
eines Wirebondings bereitgestellt werden. Der hohe Druck in
Figur 4 ist mit P2/PU gekennzeichnet. Man sieht wie das zweite
Fluid 4 in die Oberflachenstruktur des zweiten Oberfliachenbe-
reichs eingepresst wurde. Es kommt ein dosiertes fllussiges Ma-
terialvolumen eines zweiten Fluids 4 zur Anwendung. Mit einer
geeigneten Dosierung kann bereits vorab ein Benetzen des ersten
und zweiten Oberflachenbereichs 1 und 2 unterstitzt werden.
Grundsatzlich kann das zweite Fluid 4 ebenso durch das erste
Fluid 3 bereitgestellt sein. Es erfolgt eine Benetzung unter
hohem Druck, beispielsweise wahrend eines Kompressions-Mol-
dings, wodurch sich eine spdtere gute Haftung wegen der mecha-
nischen Verankerung in der Mikroebene beziehungsweise auf Mik-
roskala im zweiten Oberfladchenbereich 2 ergibt. Auf diese Weise
kann ein vorhergehendes Entnetzungsverhalten mittels Flussig-
keitsapplikation unter hohem Druck wieder aufgehoben werden.

Figur 5 zeigt ein Ausfihrungsbeispiel einer herkommlichen Vor-
richtung beziehungsweise eines herkémmlichen Verfahrens. Fi-
gur 5 zeigt eine Leuchtdiodenstruktur, wobei auf einem Substrat
7 ein LED-Rohchip 9 ausgebildet ist, der von einer Spriihbe-
schichtung 11 bedeckt ist. Beispielsweise wurde ein Leuchtstoff-
Spray-Coating, beispielsweise ein Phosphor-Spray-Coating, aus-
gefuihrt. Beispielsweise mittels TiO;-Jetting oder TiO,-Versprit-
zen wurde ein erstes Fluid 3 aufgebracht, wobei ein von dem
Substrat 7 abgewandter Oberfliachenbereich des LED-Rohchips 9
von dem ersten Fluid 3 unbedeckt sein soll. Bezugszeichen D

kennzeichnet Bereiche, in denen das TiO, sich in den beispiels-
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weise lichtemittierenden Bereich der Leuchtdiode hineiner-
streckt. Dabei weist ein optoelektronisches Bauelement B De-

fektbereiche D auf, die einen Lichtdurchgang behindern.

GemaB Figur 5 wurde ein herkommlicher Rohchip-Attach bezie-
hungsweise Die-Attach ausgefihrt, dem sich ein Spraycoating an-
geschlossen hat, auf dem ein TiO;-Jetting ausgefiihrt wurde. Im
Anschluss daran wurde mittels Druckformen beziehungsweise Com-
pression-Molding Silikon auf einem konkreten Bauteil, an dem
keine Laserstrukturierung durchgefithrt worden ist, ausgehartet.
Die Defektbereiche D weisen Zungen beziehungsweise ,Flashes™
oder Austriebe auf, die sich in einem lichtaktiven Bereich des

LED-Rohchips 9 hineinerstrecken.

Figur 6 zeigt eine gegeniiber Figur 5 verbesserte Vorrichtung.
Es werden die Schritte Die-Attach, Layer-Attach und Film-As-
sisted-Molding ausgefihrt. Auf einem Substrat 7 ist ein LED-
Rohchip 9 aufgebracht, der mittels einer Sprihbeschichtung 11
beispielsweise mittels Spraycoating eines Konversionsmaterials,
insbesondere einen Leuchtstoff, Dbeispielsweise Phosphor, auf-
weisend, bedeckt wird. Erneut soll eine TiO;-Schicht angebracht
werden. Zur Verbesserung der Vorrichtung gemial Figur 5 wird nun
mittels der Bereitstellung eines zweiten Oberfliachenbereichs 2
ein klarer Randbereich R zur restlichen Sprithbeschichtung 11
erzeugt. Der zweite Oberflachenbereich 2 wird beispielsweise
mittels Mikrostrukturierens insbesondere mittels DLIP (Direct
Laser Interference Patterning) mikrostrukturiert. Auf diese
Weise 1ist der restliche Bereich der Sprihbeschichtung 11 als
ein erster Oberfladchenbereich 1 verbleibend geschaffen. Der
zwelte Oberflachenbereich 2 ist der zum Substrat 7 abgewandte
Oberflachenbereich des LED-Rohchips 9, tUber den Licht transmit-
tiert wird. Auf diese Weise ist ein unmittelbarer Randbereich R
zur verbleibenden Sprithbeschichtung 11 erzeugt. Nach der Sprih-
beschichtung erfolgt anschlieBend ein sogenanntes ,Jetting™
(Verspritzen) eines entsprechenden Materials, das beispiels-
welse Ti0, sein kann. Dieses stellt nun das erste Fluid 3 bereit,

das eilnen ersten Oberfliachenbereich 1 bedecken soll, den zwelten
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Oberflachenbereich 2 aber nicht benetzen soll. Ein derartiges
Aufbringen erfolgt ohne zusdtzliche Druckbeaufschlagung, ins-
besondere unter Atmosphdrendruck PA beziehungsweise Druck Pl.
GemaB einer vorgeschlagenen Vorrichtung beziehungsweise einem
vorgeschlagenen Herstellungsverfahren einer Vorrichtung ist nun
ein klar definierter Rand beziehungsweise Grenzbereich zwischen
dem ersten Oberflachenbereich 1 und dem zweiten Oberflachenbe-
reich 2 fur das erste Fluid 3 erzeugt worden. Aufgrund der
Oberflacheneigenschaften des zweiten Oberflachenbereichs 2
bleibt der zweite Oberflachenbereich 2 von dem ersten Fluid 3
unbenetzt. Zudem kann die Menge des aufzutragenden ersten Fluids
3 derart gezielt festgelegt und dosiert sein, dass diese gerade
fiur den ersten Oberfliachenbereich 1 ausreichend ist. Im Ergebnis
schieben sich keine Zungen des ersten Fluids 3 beziehungsweise
des TiO; auf den zweiten Oberflachenbereich 2. Somit sind die

in Figur 5 dargestellten Zungen nicht mehr vorhanden.

Figur 7 zeigt eine Weiterfithrung eines Verfahrens gemaB Figur 6.
GemaB Figur 7 wird eine weitere Ausfihrungsform eines elektro-
nischen Bauelements B geschaffen, indem auf den zweiten Ober-
flachenbereich 2 und im geharteten ersten Fluid 3 ein zweites
Fluid 4 zur Erzeugung einer Deckschicht 13 aufgebracht wird.
Das Aufbringen des zweiten Fluids 4 erfolgt unter Aufhebung der
Unbenetzbarkeit des zweiten Oberfldchenbereichs 2 beispiels-
weise bei einem ,Compression Molding™ beziehungsweise Formpres-
sen. Optional kann ein unterstitzendes Plasma geschaffen sein.
Bei weiteren Produktvarianten kann die Deckschicht 13 grund-
sdatzlich ebenso ohne zus&dtzliches Druckpressen der Deckschicht

13 aufgebracht werden.

Mittels einer derartigen vorgeschlagenen Vorrichtung und mit-
tels eines derartigen vorgeschlagenen Verfahrens konnen soge-
nannte TiO,-Zungen in den optisch wirkenden Oberflachenbereich
des LED-Rohchips 9 verhindert werden. Auf diese Weise ist ein

Gewinn an Helligkeit erzeugbar.
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Figur 8 zeigt ein weiteres Ausfiuhrungsbeispiel einer herkomm-
lichen Vorrichtung. GemaBR Figur 8 ist auf einem Substrat 7 ein
Rohchip 9, insbesondere ein LED-Rohchip, angeordnet. Auf einer
lichtwirkenden Oberfliachenseite des Rohchips 9 ist ein Element
mittels eines Klebers fixiert, der zudem Bereiche des Substrats
7 sowie Bondbereiche bedeckt. Diese Defektbereiche D sind in
Figur 8 gekennzeichnet. GemaB Figur 8 ist der Rohchip 9 an einen
Kontaktdraht 15 gebondet und von einer Deckschicht 13 eingekap-
selt. Die Vorrichtung gemaB Figur 8 wurde beispielsweise mittels
den Schritten ,Die-Attach“™ (DA), ,Layer-Attach™ (LA) und ,Film
Assisted Molding™ (FAM) erzeugt. Nachteiligerweise ist der Kle-
ber auf dem Rohchip 9 zusatzlich auf das Substrat 7 und auf den
Bondflachen herausgedriickt. Auf diese Weise ist ein Lichtpfad
des opto-elektronischen Bauelements B beeintrachtigt. Es er-
folgt nachteiliger Weise eine Lichtabsorption in einem Bondbe-
reich und/oder im Substrat. Die Deckschicht 13 wird mittels FAM

beispielsweise von TiO; erzeugt.

Figur 9 zeigt eine Darstellung einer gegeniiber Figur 8 verbes-
serten Vorrichtung. In einem vorteilhaften Verfahren erfolgt
ein Bereitstellen zweiter Oberfliachenbereiche 2 an dem Substrat
7 angrenzend zu einer Rohchip-Befestigungsflache und/oder an
einer dem Substrat abgewandten Hauptoberflidche des Rohchips 9.
Auf diese Weise 1ist ein erster Oberflachenbereich 1 als die
seitlichen Oberflachen und als die dem Substrat abgewandte
Hauptoberflache des Rohchips 9 bereitgestellt. In einem weite-
ren Verfahrensschritt erfolgt ein Aufbringen eines als Schicht-
kleber geschaffenen ersten Fluids 3 ohne zusatzliche Druckbe-
aufschlagung auf die ersten Oberfliachenbereiche 1, wobei die
ersten Oberflachenbereiche 1 Dbenetzt werden und die zweiten
Oberfliache 2 unbenetzt verbleiben. Auf diese Weise kann ein
Auslaufen eines Klebers gesteuert werden und auf diese Weise
konnen spatere optische Verluste vermieden werden. Auf diese
Weise ist ein Helligkeitsgewinn bereitstellbar. GemaB Figur 9
kann ein LED-Rohchip 9 mit lokal entnetzenden Oberflichenberei-

chen 2 bereitgestellt werden. Zusatzlich zu unbedeckt gehalte-
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nen Substratbereichen konnen ebenso reine Bondflachen bei-
spielsweise auf dem Rohchip 9 unbedeckt erhalten bleiben. Auf
diesen kleinen Bondfliachen (Bond-Pads) konnen mittels eilnes
Lots, als Beispiel eines zweiten Fluids 4, Kontaktdrahte 15
elektrisch angeschlossen werden. AbschlieBRBend kann mittels FAM
unter hohem Druck PU beziehungsweise P2 ein weiteres, zweites
Fluid 4a derart aufgebracht werden, dass eine Deckschicht 13
gebildet wird, die abschlieBend aush&drtet. GemidB der Vorrich-
tung und dem Verfahren gemdaB Figur 9 kdnnen aufgrund eines
storenden Klebers erzeugte optische Verluste vermieden werden.
Des Weilteren kann verhindert werden, dass reflektierendes Ma-
terial Bond-Pads abdeckt. Es kann zudem vermieden werden, dass
in Figur 9 links und rechts von einem Rohchip 9 Kleber auf ein
Substrat 7 lauft. Mittels Bonding, insbesondere bei zusatzli-
cher Anwendung von FAM, kann beispielsweise eine Schicht, die
Silikon und TiO, aufweist, unter groBem Druck ebenso auf die
oberflachenstrukturierten Bereiche beziehungsweise die beiden

zwelten Oberflachenbereiche 2 aufgebracht werden.

GemaB Figur 9 kann ein Lotusbliteneffekt genutzt werden, licht-
absorbierende Chip- und Substratbereiche fiir einen Schichtkle-
ber entnetzend einzustellen. Es erfolgt eine kontrollierte Be-
netzung mittels einer Klebeschicht an einem Bond-Pad-Bereich
oder an einem Substrat. Zweite Oberflachenbereiche 2 ermogli-
chen eine Entnetzung beziehungsweise eine Stoppfunktion. Es er-
geben sich keine ,schwimmenden Schichten™, da eine Kleberver-
teilung gezielt kontrolliert werden kann. Es ist anschlieBend
auf den mikrostrukturierten zweiten Oberflachenbereichen 2 ein
Drahtbonden unter Druck moglich, wobei das zweite Fluid 4 dann
ein Lot sein kann. Es ergibt sich danach eine zusidtzlich ge-
steigerte Haftkraft beim Drahtbonden infolge einer Oberflachen-
vergroBerung mittels einer mikromechanischen Verankerung. Der
Lotusbliteneffekt kann fiir die zweiten Oberflachenbereiche 2
beil einer TiO;-Applikation unter hohem Druck PU bei einem FAM-

Prozess aufgehoben werden.
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Figur 10 zeigt ein weiteres Ausfihrungsbeispiel einer vorge-
schlagenen Vorrichtung. Figur 10 zeigt einen auf einem Substrat
7 angeordneten Rohchip 9, auf dessen dem Substrat 7 abgewandten
Oberfliache eine Silikonschicht aufgebracht worden ist. Herkomm-
licherweise ergibt sich der Nachteil, dass die aufgebrachte
Silikonschicht im Gegensatz zu keramischen Schichten fur TiO;-

Verguss eine unzureichende Stoppwirkung aufweisen.

GemaB weiteren Ausfihrungen kann die Oberfliache der Silikon-
schicht derart mikrostrukturiert werden, dass im Unterschied zu
einem ersten benetzbaren Oberflachenbereich 1 ein zweiter Ober-
flachenbereich 2 erzeugt wird, der ein erstes Fluid 3 abstoBRt
beziehungsweise abperlen lasst. Damit ist die Silikonschicht in
dem zweiten Oberfliachenbereich 2 fur beispielsweise einem TiO;-
Verguss entnetzend eingestellt. Zur Herstellung eines entspre-
chenden opto-elektronischen Bauelementes B ist die Aufhebung
eines sogenannten Lotusbliteneffektes nicht erforderlich. Al-
lerdings kann mittels eines Compression-Molding-Schrittes oder
bei starkem Unterverguss ein Film-Assisted-Molding (FAM) durch-
gefihrt werden. Beili einer Vorrichtung gemdl Figur 10 kdnnen
Zungen des ersten Fluids 3, die in den zweiten Oberflichenbe-
reich 2 eindringen, wirksam vermieden werden. Dies kann durch
eine groBRflachige Strukturierung der Silikonschicht bewirkt
werden. Das TiO;-Material bleibt an einer Oberkante stehen. Die
Silikonschicht kann auf einfache Weise aufgeklebt und oberfla-
chenstrukturiert werden. Auf diese Weise wird ein TiO;-Undercast
bis zu einer definierten Linie bei Silikonschichten ermoglicht,
was herkommlicherweise lediglich bei Erzeugung von Keramik-
schichten mit scharfen Kanten moglich war. Auf diese Weise kann
ein Helligkeitsgewinn bewirkt werden. Zusatzlich ergeben sich
neue Designoptionen. Mittels der Bereitstellung der Silikon-
schicht mit einer entnetzenden Oberfliache zur Meidung von Zungen
beziehungsweise ,Flash™ kann auf einfache Weise ein TiO,-Cast

ausgefihrt werden.

Figur 11 zeigt ein weiteres Ausfihrungsbeispiel einer vorge-

schlagenen Vorrichtung. Auf einem Substrat 1 ist mittels einer
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Klebeschicht ein Rohchip 9 fixiert. Um den Kleber im Bereich
einer Rohchip-Befestigungsflache 17 zu halten, wurde in einem
Bond-Pad-Bereich ein zweiter Oberflachenbereich 2 geschaffen.
Dieser stoppt den auf dem ersten Oberfliachenbereich 1 als das
erste Fluid 3 aufgetragenen Kleber in Richtung zu dem Bond-Pad.
Mittels eines Lots als das zweite Fluid 4 kann ein Kontaktdraht
15 unter hohem Druck PU auf den zweiten Oberfliachenbereich 2
aufgepresst und damit ankontaktiert werden. Im ersten Oberfla-
chenbereich 1 auf der Oberfliache des Substrates 7 ist ebenso

als erstes Fluid 3 der Kleber aufgebracht worden.

GemaB dieser vorgeschlagenen Ausgestaltung kann eine Benetzung
durch einen Die-Attach-Kleber auf spdteren Bondbereichen ver-
mieden werden. Der Lotusbliteneffekt beziehungsweise die Unbe-
netzbarkeit im zweiten Oberfliachenbereich 2 kann mittels Draht-
bonding unter groRlem Druck behoben werden. Daraufhin ergibt sich
eine bessere Haftkraft eines Drahtbonds, da keine Kleberkonta-
mination wvorliegt und sich zusatzlich eine mikromechanische
Verankerung flr das Lot ergibt. Figur 11 zeigt ein Ausfithrungs-
beispiel fur eine allgemeine Herstellung entnetzender Oberfla-
chenbereiche 2, insbesondere an Leuchtdioden-Packages. Bei-
spielsweise konnen konkret Oberseiten von Kavitatengehduse
mikro- und/oder nanostrukturiert werden, um ein Uberlaufen bei-
spielsweise eines Silberleitklebers zu vermeiden. GemaB Figur
11 kann das Substrat 7 vorbehandelt worden sein. Gemal Figur 11
kann ein Druckhalten ausgefiilhrt werden bis beispielsweise das
Klebermaterial oder das Bondmaterial verh&rtet. Eine Mikro-
strukturierung kann besonders da ausgefithrt werden, wenn sehr
hoher Druck aufgebracht werden kann. Gemall der Ausgestaltung
gemaB Figur 11 ergibt sich eine gesteigerte Robustheit fur
Drahtbond-Verbindungen. Figur 11 zeigt ein Substrat 7 mit einem
entnetzenden Bereich, der als zweiter Oberfliachenbereich 2 ge-
schaffen worden ist. Dieser kann zudem fiir ein Wirebonden unter

groBem Druck PU verwendet werden.

Figur 12 zeigt eine Darstellung einer herkdmmlichen Vorrich-

tung. Auf einem Substrat 7 ist ein Rohchip 9 aufgebracht. Dabei
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ist der Rohchip 9 hier ein Volumenemitter. Dieser weist links
und rechts Reflektormaterial auf. Nachteiligerweise ergibt sich
an einer Oberseite eine geringe Dicke des Reflektormaterials,
was als Defektbereich D gekennzeichnet ist. Das Reflektormate-
rial ist hier beispielsweise TiO;. Auf diese Weise ist eine

Helligkeit des Volumenemitters beeintrachtigt.

Figur 13 zeigt eine Verbesserung der Vorrichtung gemal Figur 12.
GemaB Figur 13 kann die Formung des Reflektormaterials, hier
bei Volumenemittern, mittels entnetzender Bereiche beziehungs-
welise mittels Bereitstellung eines zweiten Oberflachenbereichs
2 im Unterschied zu einem ersten Oberflachenbereich 1 verbessert

werden.

GemaB Figur 13 werden zweite Oberflachenbereiche 2 der dem Vo-
lumenemitter zugewandten Seite des Substrats 7 in einem Abstand
zu dem Volumenemitter beziehungsweise zu dem Rohchip 9 bereit-
gestellt. Dadurch werden zwischen dem Volumenemitter und den
erzeugten zweiten Oberfldchenbereichen 2 1links und rechts des
Volumenemitters gleichzeitig zweil erste Oberflachenbereiche 1
geschaffen. Wird nun auf den ersten Oberfliachenbereichen 1 links
und rechts des Volumenemitters eine dosierte Menge an Reflek-
tormaterial als erstes Fluid 3 aufgebracht, kann sich nun eine
starkere Reflektordicke an der Oberseite des Volumenemitters
ausbilden. Aufgrund der Stoppwirkung durch den entnetzend be-
reitgestellten zweiten Oberflachenbereich 2 kann in dem darge-
stellten Querschnitt ein veranderter ,Meniskus™ des Reflektor-
materials geschaffen werden. Es verandert sich im dargestellten
Querschnitt der Oberfliachenverlauf der Reflektordicke von kon-
kav zu konvex, da an der Oberseite des Volumenemitters eine
dickere Reflektordicke im Vergleich zum Stand der Technik ge-
schaffen werden kann. Grundsatzlich konnen die Grenzlinien zwi-
schen dem erstem Oberfliachenbereich 1 und dem zweitem Oberfla-
chenbereich 2 derart variiert werden, dass alternative vorteil-
hafte Oberflachenverlaufe bereitgestellt werden kdnnen. Auf-

grund des oben dickeren Reflektormaterials kann eine gesteigerte
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Helligkeit erzeugt werden. Eine Formung des Reflektormaterials

bei Volumenemittern kann gezielt bereitgestellt werden.

Weitere vorteilhafte Ausfihrungsbeispiele ergeben sich aus ei-
ner allgemeinen Herstellung entnetzender Bereiche an Leuchtdi-
oden-Packages, wobeil beispielsweise Oberseiten von Kavitaten-
gehause entnetzend bereitgestellt werden konnen, um ein Uber-
laufen zu vermeiden. Daraus ergibt sich eine gesteigerte Pro-
zessstabilitat. Ein Uberlaufen (Overflow) bei Volumenguss (Vo-
lumencast) kann vermieden werden. Gegebenenfalls kann ebenso
eine groBere Stabilitat bei dosierten Linsen beziehungsweise
bei Uberverguss erhalten werden, da ein Auslaufen verhindert
wird. Deshalb konnen sich ebenso geringere Farbortsstreuungen
ergeben. So konnen vorteilhaft Package-Flachen mit entnetzenden
Eigenschaften bereitgestellt werden, und zwar beispielsweise
eine Oberseite zur Vermeidung von Zungen beziehungsweise , Flash"“

bei Volumenguss.

Gemal einem weiteren Ausfilhrungsbeispiel kann der Ubergangsbe-
reich zwischen dem zweiten Oberflachenbereich 2 und dem ersten
Oberflachenbereich 1 als Stockkante genutzt werden. Beispiels-
welise konnen dosierte Linsen in Form von Silikontropfen erzeugt
werden. Hierfir konnen beispielsweise ringformige Strukturie-
rungen geschaffen werden. Beispielsweise ist der Schutz von
elektrischen Kontaktbereichen bereitstellbar. Auf diese Weise
ergeben sich neue Designoptionen sowie eine gesteigerte Pro-

zessstabilitat.

GemaB einer weiteren Ausgestaltung kann eine Reduzierung einer
Klebrigkeit wvon Oberfliachen geschaffen werden. Ebenso kodnnen
schmutzabweisende Oberfliachen bereitgestellt werden. Dies kann
fir Prozessierungen wie beispielsweise wahrend eines Sagens o-
der eines Vereinzelns oder in spateren Anwendungen genutzt wer-

den.
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GemaB einer weiteren Ausgestaltung kann eine Haftverbesserung
von Mold-Compound (Formpressmasse) auf Substrat oder von Draht-
bond-Verbindungen bei Aufhebung des Lotusbliteneffekts geschaf-
fen werden. Dies kann zu einer allgemein besseren Haftung sowie

zu einer reduzierten Delaminationsgefahr genutzt werden.

Beispielsweise kann zur Erzeugung von zweiten Oberflachenberei-
chen ein DLIP-(Direct Laser Interference Patterning, direktes
Laser-Interference-Muster—-Erzeugen) System eingesetzt werden
(nicht gezeigt). Durch ein solches System kann eine gewlinschte
Mikrometer- oder Submikrometerstruktur auf einer grobken Ober-

flache hergestellt werden.

Es konnen verschiedene Laser in das DLIP-System integriert sein,
sodass hohe Prozessgeschwindigkeiten, flexible Strukturgeomet-

rien und/oder die Bearbeitung von 3D-Bauteilen moglich sind.

Bei einem beispielhaften DLIP-Verfahren werden zwei Laserstrah-
len Uberlagert. Durch die Uberlagerung der Laserstrahlen kann
eine StrukturgroBe im Mikrometer- beziehungsweise Submikrome-
terbereich eingestellt werden. Zudem ergibt sich bei der Uber-
lagerung eine Interferenzstrukturtiefe im Millimeter- bis Zen-
timeterbereich. Die Uberlagerung beider Laserstrahlen definiert
ein Uberlagerungsvolumen beziehungsweise Interferenzvolumen.
Die StrukturgroBe wird durch die Breite des Ubergangsbereichs

zum zu bearbeitenden Oberflachenbereich festgelegt.

Dabei kann beispielsweise eine periodische, hexagonal orien-
tierte Struktur auf Polyethylen (PET) oder eine periodische

Linienstruktur auf Edelstahl erzeugt werden (nicht gezeigt).

Figur 14 zeigt ein Ausfiuhrungsbeispiel eines erfindungsgemiBen
Verfahrens. GemdB einem ersten Schritt S1 erfolgt ein Bereit-
stellen eines an einem ersten Oberfladchenbereich angrenzenden
zwelten Oberfliachenbereich des Bauteils, wobel der zwelte Ober-

flachenbereich fiur ein aufzubringendes erstes Fluid abweisend
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geschaffen wird. Mit einem zweiten Schritt S2 erfolgt ein Auf-
bringen, insbesondere einer dosierten Menge, des ersten Fluids
ohne =zusdtzliche Druckbeaufschlagung auf den ersten und/oder
zwelten, insbesondere lediglich auf den ersten, Oberfliachenbe-
5 reich, wobel der erste Oberfliachenbereich von dem ersten Fluid
benetzt wird und das erste Fluid von dem zweiten Oberfliachen-

bereich derart abgewiesen wird, dass dieser unbedeckt verbleibt.
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BEZUGSZEICHENLISTE
1 erster Oberflachenbereich
5 2 zweiter Oberfliachenbereich
3 erstes Fluid
PA/P1 ohne zus&dtzliche Druckbeaufschlagung
PU/P2 mit zus&atzlicher Druckbeaufschlagung
4 zwelites Fluid
10 da welteres zweites Fluid
7 Substrat
9 Rohchip
11 Sprithbeschichtung
13 Deckschicht
15 15 Kontaktdraht
17 Rohchip-Befestigungsflache
D Defektbereich
B elektronisches Bauelement

Randbereich
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ANSPRUCHE

1. Verfahren zum Herstellen mindestens eines elektronischen
Bauteils, insbesondere eines opto-elektronischen Bauteils, ei-
nes LED-Packages oder eines Laserbauteils, mit den Schritten

- Bereitstellen (Sl) elnes an einem ersten Oberflidchenbereich
(1) angrenzenden zweiten Oberflachenbereich (2) des Bauteils,
wobei der zweite Oberflachenbereich flir ein aufzubringendes
erstes Fluid (3) abweisend geschaffen wird;

- Aufbringen (S52) des ersten Fluids (3) ohne zus&tzliche Druck-
beaufschlagung (PA) auf den ersten und/oder zweiten Oberfla-
chenbereich, wobei der erste Oberflidchenbereich (1) von dem
ersten Fluid benetzt wird und das erste Fluid von dem zweiten

Oberflachenbereich (2) abgewiesen wird.

2. Verfahren gemall Anspruch 1,

gekennzeichnet durch

ein nach einem Verfestigen des auf einem ersten Oberfldchenbe-
reich (2) aufgebrachten ersten Fluids (3) erfolgendes Aufbrin-
gen eines zweiten Fluids (4) auf den ersten Oberflachenbereich
(1), auf den zweliten Oberflidchenbereich (2) und/oder auf einen

Oberflachenbereich des verfestigten ersten Fluids (3).

3. Verfahren gemall Anspruch 2,

gekennzeichnet durch

das Aufbringen des zweiten Fluids (4), insbesondere auf den
zwelten OberfliAchenbereich, mittels Uberdruck (PU), Plasmaein-
wirkung und/oder Pressformen, insbesondere Folien unterstiitztes
Pressformen, wobel das zwelte Fluid (4) den zwelten Oberfla-

chenbereich benetzt.

4. Verfahren gemdB einem der vorherigen Anspriiche,
gekennzeichnet durch

das Bereitstellen des das erste Fluid abweisenden zweiten Ober-
flachenbereichs mittels periodischem Mikro- und/oder Nano-
Strukturierens ausgefihrtes Oberflachenstrukturieren des zwei-

ten Oberfliachenbereichs, insbesondere mittels direktem Laser-
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Interferenzmuster-Erzeugen (DLIP), wobei insbesondere eine Pe-
riodizitat, insbesondere im Bereich von circa 600nm bis circa

1000nm geschaffen wird.

5. Verfahren gem&dBl einem der vorhergehenden Anspriiche,
gekennzeichnet durch

das Bereitstellen des das erste Fluid abweisenden zweiten Ober-
flachenbereichs unter Nutzung von Mottenaugenstrukturen und/o-
der des Lotoseffekts und/oder mittels des Materials oder einer

Beschichtung des zweiten Oberfliachenbereichs.

6. Verfahren gemaB einem der vorherigen Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass
das erste Fluid (3) pastds ist und/oder mindestens eine nieder-

viskose Komponente aufweist.

7. Verfahren gemdBl einem der vorherigen Anspriliche,

dadurch gekennzeichnet, dass

das erste Fluid (3) einen Kleber, insbesondere einen Schicht-
kleber, ein Lot und/oder eine Vergussmasse aufweist und insbe-

sondere dosiert aufgebracht wird.

8. Verfahren gemdR einem der vorherigen Anspriiche 2 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass

das zweite Fluid (4) gleich dem ersten Fluid (3) geschaffen ist.

9. Verfahren gemaB Anspruch 2 bis 8,

gekennzeichnet durch

Drahtbonden, wobeil das zweite Fluid (4) ein Kleber oder ein Lot
ist, das unter zusidtzlicher Druckbeaufschlagung (PU) auf den

zwelten Oberflachenbereich (2) aufgebracht wird.

10. Verfahren gemidB einem der vorherigen Anspriche,

dadurch gekennzeichnet, dass

mittels Verkleinern der Benetzbarkeit eines Oberfliachenbe-
reichs, dessen Klebrigkeit reduziert und eine Schmutzabweisbar-

keit bereitgestellt wird.
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11. Verfahren gemidB einem der vorherigen Anspriche,

dadurch gekennzeichnet, dass

mittels VergroRern der Benetzbarkeit eines Oberflachenbereichs
eine Haftverbesserung fiur Materialzusammensetzungen, insbeson-
dere an einem Substrat oder an Draht-Verbindungen, bereitge-

stellt wird.

12. Vorrichtung aufweisend mindestens ein elektronisches Bau-
teil, insbesondere ein opto-elektronisches Bauteil, ein LED-
Package oder ein Laserbauteil, wobei

- an einem ersten Oberflachenbereich (1) angrenzend ein zweiter
Oberflachenbereich (2) des Bauteils ausgebildet ist, wobei der
zwelte Oberflachenbereich fur ein aufzubringendes erstes Fluid
(3) abweisend geschaffen ist; und wobei

- das erste Fluid (3) ohne zusadtzliche Druckbeaufschlagung (PA)
auf den ersten und/oder zweiten Oberflachenbereich aufgebracht
wurde, wobel der erste Oberflichenbereich (1) von dem ersten
Fluid benetzt ist und der zweilte Oberfliachenbereich (2) von dem

ersten Fluid (3) unbedeckt ist.

13. Vorrichtung gemaB Anspruch 12, gekennzeichnet durch

einen Rohchip (9), insbesondere LED- Rohchip, der auf einem,
insbesondere Silikon aufweisenden, Substrat (7) befestigt ist;
eine Sprithbeschichtung (11), insbesondere eliner Leucht-
stoffsprihbeschichtung, die an den an dem Substrat befestigten
Rohchip und an das Substrat, an dessen dem Rohchip zugewandten
Seite angebracht ist; wobei

die dem Substrat abgewandte sprihbeschichteten Hauptoberflache
des Rohchips als der zweite Oberflachenbereich (2) bereitge-
stellt wurde, wobei der Rest der Sprithbeschichtung (11) mit
deren dem Substrat abgewandten Seite den ersten Oberfldchenbe-
reich (1) bereitstellt; wobel

ein, 1insbesondere Titandioxid aufweilisendes, eilne Deckschicht
(13) bereitstellendes erstes Fluid (3), insbesondere mittels

Einsplilen oder Jetting, auf den ersten Oberflachenbereich (1)
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aufgebracht wurde, wobei der erste Oberfladchenbereich benetzt

wurde und der zweilte Oberflichenbereich (2) unbenetzt verbleibt.

14. Vorrichtung gemaB Anspruch 12 oder 13,

dadurch gekennzeichnet, dass

nach einem Verfestigen des auf dem ersten Oberfliachenbereich
(1) aufgebrachten ersten Fluids (3) ein zweites Fluid (4) auf
den zwelten Oberflidchenbereich (2) und auf einen Oberfliachen-
bereich des verfestigten ersten Fluids (3) aufgebracht wurde,

insbesondere mittels zusatzlicher Druckbeaufschlagung (PU).

15. Vorrichtung gemidB einem der vorherigen Anspriche 12 bis 14,
gekennzeichnet durch

einen auf einem Substrat (7) befestigten Rohchip (9), insbeson-
dere LED- Rohchip;

zwelte Oberflachenbereiche (2) an dem Substrat (7) angrenzend
zu einer Rohchipbefestigungsfliache und/oder an einer dem Sub-
strat abgewandten Hauptoberfldche des Rohchips, wobei der erste
Oberfliachenbereich (1) durch die seitlichen Oberflichen und als
die dem Substrat abgewandte Hauptoberfldche des Rohchips be-
reitgestellt wird; wobei

ein als Schichtkleber geschaffenes erstes Fluid (3) ohne zu-
satzliche Druckbeaufschlagung (PA) auf die ersten Oberflachen-
bereiche (1) aufgebracht wurde, wobei der erste Oberfliachenbe-
reich benetzt wurde und die zweiten Oberflachenbereiche unbe-

netzt verbleiben.

16. Vorrichtung gemaB Anspruch 15,

dadurch gekennzeichnet, dass

der an der dem Substrat abgewandten Hauptoberfldche des Rohchips
bereitgestellte zweite Oberfliachenbereich (2) als eine Kontakt-
flache zum Drahtbonden mit einem als Lot geschaffenen zweiten
Fluid (4) fiur eine Drahtverbindung (15) verwendet wurde, ins-

besondere mittels zusdtzlicher Druckbeaufschlagung (P2).

17. Vorrichtung gemaB Anspruch 15 oder 16,

dadurch gekennzeichnet, dass
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ein, 1insbesondere Titandioxid aufweilisendes, eilne Deckschicht
(13) bereitstellendes welteres zweltes Fluid (4a), insbesondere
mittels Einsplilen oder Jetting, an der Seite des Rohchips, ins-
besondere mittels eines Film unterstiitzten Pressformens (FAM)

unter Uberdruck (PU) aufgebracht wurde.

18. Vorrichtung gemidB einem der vorherigen Anspriche 12 bis 17,
dadurch gekennzeichnet, dass

eine Silikonschicht an einem an einem Substrat befestigten Roh-
chip an dessen dem Substrat abgewandten Hauptoberflache ange-
bracht wurde, wobei die dem Substrat abgewandte Oberfldche der
Silikonschicht als ein zwelter Oberflichenbereich (2) und die
Seitenoberfliche der Silikonschicht, die Seitenoberfliche des
Rohchips und die dem Rohchip zugewandte Seite des Substrats als
eln erster Oberfliachenbereich (1) bereitstellt werden; wobel
das erste Fluid (3) als Verguss, insbesondere Titandioxid auf-
weisend, ohne zusatzliche Druckbeaufschlagung (PA) auf den ers-
ten Oberflachenbereich aufgebracht wurde, wobei der erste Ober-
flachenbereich benetzt ist und der zweite Oberfliachenbereich

(2) unbenetzt verbleibt.

19. Vorrichtung gemidB einem der vorherigen Anspriiche 12 bis 18,
dadurch gekennzeichnet, dass

elin zwelter Oberflichenbereich (2) an dem Substrat benachbart
zu einer Rohchipbefestigungsfliache, insbesondere als ein Draht-
bondbereich, bereitgestellt wurde, wobei das verbleibende Sub-
strat auf der Seite der Rohchipbefestigungsfldche den ersten
Oberflachenbereich (1) ausbildet; wobel

das, insbesondere als Schichtkleber ausgebildete, erste Fluid
ohne zusatzliche Druckbeaufschlagung (PA) auf den ersten Ober-
flachenbereich aufgebracht wurde, wobei der erste Oberflachen-
bereich benetzt wurde und der zwelte Oberflachenbereich (2)
unbenetzt verbleibt; wobei

ein Rohchip (9), insbesondere LED- Rohchip, auf dem ersten Ober-
flachenbereich an der Rohchipbefestigungsflache (17) an dem
Substrat (7) befestigt ist.
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20. Vorrichtung gem&Bl Anspruch 19,

dadurch gekennzeichnet, dass

zum Drahtbonden das zweite Fluid (4) ein Kleber oder ein Lot
ist, das mittels zusdtzlicher Druckbeaufschlagung (PU) auf den

zwelten Oberflachenbereich (2) aufgebracht wurde.

21. Vorrichtung gemal einem der vorherigen Anspriiche 12 bis 20,
dadurch gekennzeichnet, dass
der zweite Oberflachenbereich (2) als eine Ausgangseite eines

Kavitatengehauses ausgebildet ist.

22. Vorrichtung gemdBl einem der vorherigen Anspriiche 12 bis 21,
gekennzeichnet durch

ein auf einem Substrat angeordnetes elektronisches Bauteil,
insbesondere einen Volumenemitter, mit ersten Oberfliachenberei-
chen (1), die an der dem Bauteil zugewandten Seite des Substrats
an das Bauteil angrenzend gewdhlt wurden und mit zweiten Ober-
flachenbereichen (2) die an der dem Bauteil zugewandten Seite
des Substrats in einem Abstand von dem Bauteil bereitgestellt
sind; wobeil

ein als Reflektormaterial geschaffenes erstes Fluid (3) ohne
zusatzliche Druckbeaufschlagung (PA) auf die ersten Oberfla-
chenbereiche (1) aufgebracht wurde, wobei diese benetzt wurden

und die zweiliten Oberflichenbereiche (2) unbenetzt verbleiben.

23. Vorrichtung gem&Bl Anspruch 22,

dadurch gekennzeichnet, dass

das Reflektormaterial mit einer gleichbleibenden Dicke zwischen
dem Volumenemitter und den jeweiligen zweiten Oberfliachenberei-

chen (2) angebracht ist.

24. Vorrichtung gemdB einem der vorherigen Anspriiche 12 bis 23,
dadurch gekennzeichnet, dass

ein als Linsenmaterial geschaffener Tropfen eines ersten Fluids
(3) ohne zusatzlicher Druckbeaufschlagung (PA) auf einen, ins-
besondere als Kreis, geformten ersten Oberflachenbereich (1)

aufgebracht wurde, wobei der erste Oberfladchenbereich benetzt
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ist und der AuBenrandbereich des Kreises als der zweite Ober-

flachenbereich (2) unbenetzt verbleibt.

25. Vorrichtung gemdBl einem der vorherigen Anspriiche 12 bis 24,
dadurch gekennzeichnet, dass

ein Schutzbereich, insbesondere fiir elektrische Kontakte, als
zwelter Oberflachenbereich (2), bereitgestellt wurde, um den
ein erster Oberflachenbereich (1) angeordnet ist und der von

dem ersten Fluid unbenetzt verbleibt.
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